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１．概要（Summary） 

セラミック基板に半導体チップを搭載する方法として、

金属薄膜パターンを用い半導体チップを接合する実験を

進めている。今回は、シリコンウェハ表面とセラミック基板

の表面に金属薄膜をパターニングし、シリコンウェハとセラ

ミック基板のウェハやチップの接合実験を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナー、レジスト塗布装置、レジス

ト現像装置、基板接合装置、ウエハスピン洗浄装置、

電子線蒸着装置、紫外線ナノインプリントボンドアライメン

ト装置、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置、ドラ

イエッチング装置 

 

【実験方法】 

○金属パターンの作製 

シリコンウェハやセラミックウェハの表面に金属

薄膜を最小線幅 4 mでパターニングする。まず、ス

ピンコータを使用して、4インチウェハにフォトレジ

ストを塗布する。フォトレジストは 1層目に犠牲層を

塗布して 2層目にポジレジストを塗布した。両面マス

クアライナで露光した後にレジスト現像装置で現像

してフォトレジストをパターニングする。次に、フォ

トレジストが付いた状態で金属を蒸着させた後にフ

ォトレジストを剥離して金属パターンを形成した。 

○スクライブマークの作製 

シリコンウェハ接合面の反対面側にドライエッチングで

スクライブ用のマークを入れた。接合前にマークをいれる

場合は、両面アライナを使用して接合面パターンとアライ

メントしてマークを作成した。 

一方、接合後にマークをいれる場合は、ボンドアライナ

を使用して接合面パターンとアライメントしてマークを作成

した。ボンドアライナは赤外光によって接合後のシリコンウ

ェハを透過してアライメントできるため、接合後でもマーク

を作成することができる。 

○接合と評価 

メタライズしたウェハやチップを接合装置にて接合し、接

合強度を測定する。今回は、メタライズしたペアのウェハを

ボンドアライナでアライメントを調整してからウェハ接合装

置にて加熱接合した。接合体の接合強度試験や超音波

顕微鏡を使った接合面のボイド観察を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si ウェハとセラミックウェハ上に形成した金属パターン

を使用した接合実験の結果は、ブレード試験で十分な接

合強度が出ていることが確認できた。アライメントについ

ては接合後に赤外線顕微鏡で確認した結果、目標の±

5m以内に収まっていることが確認できた。 

超音波顕微鏡の観測結果からボイドの数が多く安定し

ないことが問題である。シリコンウェハにスクライブマーク

を入れる場合は、接合後にドライエッチングした方がボイ

ドは少ないことがわかった。接合前にスクライブマークを

入れる場合は、接合面に保護シートを貼ってドライエッチ

ング後にシートを剥がしているが、金属表面の表面粗さ

の変化やゴミが増える原因になっていると考えている。 

今後は、ボイドを減らすための改善対策と、接合ウェハ

の裏面側の金属パターンを形成する予定です。 
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